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SAMARIUM NADIR TORPAQ ELEMENTI ILO ASQARLANMIS Se-As SUSOVARI
HALKOGENID YARIMKECIRICI SISTEMININ OPTIiK BURAXMA SPEKTRI

A.L ISAYEV, S.I. MEHDIYEVA, N.Z. COLILOV, R.i. SLOKBOROV
AMEA Fizika Institutu, Az-1143, Baki, H. Cavid. pr., 33

Isdo samarium nadir torpaq elementi ilo asqarlanmis SessAss siisovari halkogenid yarimkegirici (SHY) sisteminin nazik
tobagolarinin buraxma spektrlori todqiq olunmusdur. Miioyyan olunmusdur ki, SessAss sistemina az miqgdarda (0, 001-0,005 at%) Sm-
un oslavo olunmasi 7T-buraxma osmsalinin giymotini azaldir, agqarin konsentrasiyasinin sonraki artimi iso (0,005-1 at%) spektrin
1-1,6 eV intervalinda buraxma omsalinin artmasina sobab olur. 7-nin qiymotinin azalmasi SHY-do yiiksok koordinasiya adodino

malik mikrooblastlarin, artmasi isa bu oblastlar arasindaki slagenin yaranmasi ils izah olunmusdur.

Son zamanlar lifli-optik qurgular ig¢iin perspektivli
material sayillan nadir torpaq elementlorinin (NTE)
asqarlart daxil edilon siisovari halkogenid yarimkecirici
maddolorin optik xassslorinin Gyronilmesi sahssindo bir
sira todqiqat islori aparilmigdir [1-4].

Digor torofdon SHY maddoalorin holografiya va
mikroelektronikada, fotolitoqrafiyada genis istifads
olunmasit ilo olagodar olaraq bu maddolorde
fotoinduksiya naticesindo yaranan qurulus doyismalorinin
Oyranilmasina xiisusi yer verilmisdir [5-8]. Qeyd edoak ki,
torkibindo NTE-nin ionlar1 olan SHY maddalor spektrin
yaxin infraqirmizi diapazonunda isloyon is
telekommunikasiya qurgularinin is1qotiricisiiniin
hazirlanmas: ii¢iin istifads olunur [9-10]. Toqdim olunan
isin 9sas mogsadi samarium asqar atomlarinin SeosAss
sisteminin optik buraxma spektrins tosirinin tadqiqginden
ibaratdir. Todqiqat ticiin SessAss torkibinin secilmasi onun
strukturuna va elektron xassalorino goéra daha stabil olmasi
va enlizolagliligr ilo baghdir [9].

Tacriibonin metodikasi vo niimunalorin hazirlanmasi
Sm agqarli SeosAss torkibinin sintezi 900°C-don yuxari
temperaturda 10-mm.cv.st-na qodor vakuumlu kvars |

ampulalarda firlanan sobada aparilmis vo sondiirilmiis
soba rejiminds soyutmaqla yerino yetirilmisdir.Tadqiq
olunan maddanin nazik tabagslori 106 mm.cv.st. tozyiqli
vakuumda termik ugurma iisulu ilo alinmisdir. Olgmoalor
0,5mkm-+2mm galmhgh niimunalarda ikigtal
spektroskopiya metodu ilo aparilmigdir.

Naticalar va onlarn izah

Saokil 1,a,b-do miixtalif miqdarda Sm-la asqarlanmig
SessAss sisteminin optik buraxma spektri  gostorilmis,
homin spektro ssason « - optik udulma omsalinin
giymatlori hesablanmigdir. Optik buraxma amsalinin diigon
fotonun enerjisindon asililiginin 1,6 +2 eV intervalindan
(Urbax qaydasina tabe olan hissasindon ) toyin olunmus
a-udulma omsalinin qiymstlorindon istifads etmokls

a=a,-exp[-(E, —hv)]/E, )

(1) diisturundan E, —xarakteristik enerjinin qiymatlori
toyin olunmusdur. Qeyd edok ki, E,- xaratkeristik enerji
siisovari matrisdo atomlararasi mosafonin ortakvadratik
konaragixmalar: haqda molumat olds etmoys imkan verir

[11].
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Sokil 1. Samarium nadir torpaq elementi ilo asqarlanmis SeosAss siisovari halkogenid yarimkegirici sisteminin optik buraxma
spektri a) -1- SegsAss, 2- SeosAss +0,001at%Sm, 3- SegsAss +0,005 at%Sm. b) -1- SeyosAss+0,01 at%Sm, 2- SeygsAss+0,1
at%Sm, 3- SevsAss+0,3 at%Sm ,4- SegsAss+0,6 at%Sm, 5- SeosAss+1at%%Sm.

Sokil-l1a,b don gorindiyit kimi 7'(hv) asililiginda
enerjinin yaxin infraqirmizi oblastinda buraxma amsalinin
gqiymati Sm asqarmin miqdarmin (0,001+0,005 at%)
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[ artmast

ilo azalir. Asqarin miqgdarmin sonraki artimi
(0,005+1 at%) iso buraxma omsalinin artmasina sabob
olur.
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(1) disturundan toyin olunan E, xaratkeristik
enerjinin  qiymoatlorinin  Sm  asqar1  atomlarinin
miqdarindan asililigr Sakil 2,a-da tosvir olunmusdur.

Qeyri  kristallik maddoalor {igiin asqar ionlarinin
xaotik paylanmasi ils alagadar olan geyri bircins saholarin
yaranmasi ideyasina asason Eo xarakteristik enerji tigiin
asagidakt distur alinmigdir [11]

E, =2.2-W, (N, -a%)’ @)

0,1
0,09
0,08
S5 0,07

0,06
0,05 -

ev)

05 1

a) at % Sm

Burada Wj=e’/2e-ay, az — Bor radiusu , € -dielektrik
niifuzlugu, N, yikli defektlorin effektiv
konsentrasiyasidir. £=6,58 [12] qgobul edorok (2)
disturuna gora yiiklii defektlorin Ni- konsentrasiyasi
hesablanmis vo alinmis noticalor  sokil 2b-do  tasvir
olunmusdur. Sakil 2a va gokil 2b-don goériindiiyii kimi hom
xarakteristik enerjinin, hom do yiikli defektlorin
konsentrasiyasinin qiymatlori agqar atomlarinin 0,005 at%
-no kimi artir, agqarin migdarinin sonraki artimi isa Eo vo
Ni-nin azalmasma sabab olur.
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Sakil 2. SegsAss siisovari halkogenid yarimkegirici sisteminds xarakteristik enerjinin (a) vo lokallasmig hallarin konsentrasiyasinin

samarium asqarinin miqdarindan asililigi (b).

SHY -maddalora miixtalif modifikatorlar daxil etdikda

yiiksok koordinasiya adadli mikrooblastlarin
formalasmasi bas verir, bu halda mixtalif oblastlar
arasinda potensial baryerlor yaranir ki, onlarin

hiindiirliiyii yiiklii morkozlorlo miioyyon olunur.

SeosAss sistemindo Sm atomlarinin  6zlorini Sm*3
ionlart soklinde aparmalarimi  vo kicik miqdarlarda
osason  yiltksok  koordinasiya odadli  oblastlarda
toplandiglarin1 forz etsok, onda, qurulusun nizamsizligi
vo qeyri-bircinsliyi artmali, buraxma omsali azalmali va
onun oksino olaraq Eo - xarakteristik enerji artmaldir.
Hogqigoton do bu fakt asqarin miqdar1 0,005 at% -no
godar oldugda Sokil 1a,b va sokil 2a,b-do 6z oksini

| tapmigdir. Lakin nisbaton bdyiik konsentrasiyalarda
(0,005+ 1 at%) asqar atomlar1 biitiin matris boyunca
paylanaraq kimyovi aktivliklori sayasindo selen
zancirloring cozb olunaraq, nizamsiz torun yaranmasi ilo
struktur doyismasine sobab olur ki, bu da 6z névbasinda
miixtolif mikrooblastlar arasinda rabitalor yaradir. Digar
torafdon yiiklii defektlor modelina géro Sm*3 ionlarinin
movcudlugu maxsusi yiikli defektlorin konsentrasiyasinin
doyismasing sabab olmalidir: Yoni D+ -markozlor azalmal,
D - morkozlor iso artmalidir. Gostorilon faktorlarin birgs
tosiri boyiikk konsentrasiyalarda xaratkeristik enerjinin
azalmasina vo optik buraxma omsalinin artmasina sobab
olur.
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CHEKTP OITHYECKOI'O NMPOIIYCKAHMS XCII CUCTEMBI Se-As,
JETHPOBAHHOHN PEJAKO3EMEJIBHBIM 9JIEMEHTOM CAMAPUEM

B pa60Te HCCJICAOBAHBI CHIEKTPLI MPOITYCKaHUA XCII nnenok S€95AS5 JICTUPOBAHHBIX PEAKO3CEMECIbHBIM 3JIEMECHTOM

camMapuem,

VYcraHoBIIeHO, 4TO IpH Manblix KoHNeHTpauusx npumecH (0,001-0,005 at.%) 3Hauenue kod(dbuireHTa mponyckanus 1’
b 2 b
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YMEHBIIAaeTCs, a Ipu yBenndeHun KoHneHTpanwmu npumecu (0,005-1 at.%) 3nauenue 7 yBenmuuuBaeTcs B 00JacTH CHEKTpa
1-1,6 eV. Ymenbienue 3Hauenust koaddurmenra nponyckanus B XCII miienkax oObscHseTcs 00pa3oBaHUEM MUKpooOIacTeit
C BBICOKMM 3HAYCHHEM KOOPIWHAIIMOHHOTO YHCJIA, @ POCT - 00pa30BaHUEM CBSI3ei MEXKIy STUMHU OOJIACTSIMH.

A.l. Isayev, S.1. Mehtiyeva, N.Z. Jalilov, R.1. Alekperov

OPTICAL TRANSMISSION SPECTRUM OF HGS SYSTEMS Se-As, DOPED BY RARE-EARTH ELEMENT
SAMARIUM

The transmission spectrums of HGS films SeosAss doped by rare-earth element samarium are investigated. It is
established, that the value of the transmission coefficient T decreases for the low impurity concentrations (0,001-0,005 at.%)
but T increases when impurity concentration increases (0,005-1 at.%) in the spectrum region 1-1,6eV. The decrease of the
transmission coefficient in HGS films is explained by the formation of microregions with high value of coordination number,
and the increase of one is explained by the band formation between of these regions.
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